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Die f olgenden Angaben mind den vom Anmelder eingereichtan Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<§) Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mitdem Verdrahtungsteil 
(§) Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro- 

denabschnitt (4), der mit einer an einer Oberflache eines 

Halbleitereiements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch 

verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnin (5), der 

mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeien Elek- 
trode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 

abschnitt (2) geschaffen. der den ersten Elektrodenab- 

schnitt id) mil dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) ver- 

bindet. Der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elek- 

trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2} 

sind aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) aus- 

gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) 

nicht grd&er als die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 

denabschnins (4) oder des zweiten Elektrodenabschnins 

(5) ausgcfuhrt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch er 

reicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur 

elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 

(9) mil den Aufieneiektroden der Halbleitervorrichtung 

nicht groSer als die Halfte der erforderlichen Dicke des 

Leiterrahmenmaterials ausgefuhrt wird. 
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l 

Bcschrcibung 



Die Brlinduni: hciriffi cin Vcrdrahiungstcil zur Verwcn- 
rlung hei einer llalhichcrvorrichuing und cincn l,ciicrran- 
mcn mil dem Vcrdrahiungsicil. 

In lctzier Zcil isi im Zusammcnhang niii dcr hohcrcn In- 
tegration und dcr hohcrcn Dichtc von Halblchcrvorrichiun- 
gen die Anzahl dcr Eingabc-/Ausgabcanschlussc von Halb- 
leiicrcleinenicn angesiiegen und die Uniencilungsbreiie der 
Anschlusse cngcr geworden. 

Die GroBc und die Uniencilungsbreiie von Halblciierele- 
mentelekiroden. die an den Oberflachen von cine Halbleiier- 
vorrichiung bildenden Halblciicrclemenien vorgesehen 
sine, unicrschcidcn sich von denen dcr AuScnclckirodcn. 
die bcispielswcisc auf der auBcrcn Oberflachc der Halblci- 
lervornchiung vorgesehen smd. Dcshalb ist zur elekirischen 
Verbindung der Halbleiterclcmcntelckiroden und dcr Au- 
Bcnclcktroden dcr Nalblciicrvorrichtung cin Vcrdrahiungs- 
icil erfordcrlich. 

Als Vcrdrahtungsieil isi ein Lciterrahmen (xier eine ge- 
druckie LeiierpJatie verwendei worden. Die Verdrahiung 
mil eiricm Lciierrahmen kann als cine Einschicht verdrah- 
iung zur Verbindung ersier Eiekirodenabschnitic. die mil 
den auf den Oberflachcn der Halbleiierelemente vorgesche- 



258 048/1988 olTenbanc andcre hcrkommliche Leiierplaiic 
angcwendei isi. Bei dcr Darsicllung bczeichnei die Dezug.s- 
zahl 8 ein Halbleiierelemeni. 9 cine an dcr Oberflachc dens 
Halbleiierelemenis ausgebildeie HalhiciJcrclemeniclckimdc 

5 und 16 eine gedruckie Mehrschichi-Leiierplaiie dar. an dc- 
rcn Oberflachc das Halbleiierelemeni 8 angebrachl isi. Die 
Bezugszahl 11 bczeichnei eine an der Oberflachc dcr gc- 
dnjckien Mehrschichi-Leiterplaiie 16 ausgcbildcic Jcncndc 
Verdrahiung, 17 eine in den innercn Schichien der gedruck- 

10 icn Mehrschichi-Leiierplauc 16 ausgebildeie interne Ver- 
drahiung. 18 ein Blindloch zur elekirischen Verbindung ai- 
Icr Schichien ccr gedruckien Mehrschichi-Leiierplauc 16. 
14 einen an der ruckwanigen Oberflache dcr gedruckien 
Mehrschichi-Leiierplaiie 16 ausgebildeicn cxicmcn An- 

15 schluB, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mil cincm 
Verdrahiungsmusier zur elekirischen Verbindung der Haln- 
leiierelememclektrode 9 mil der an der Oberflachc der ge- 
druckien Mehrschichi-Leiierplauc 16 ausgcbildcicn iciicn- 
den Verdrahiung 11 und 15 ein VerguBharz dar. Bei dcr mil 

20 Harz vergossenen Halbleiiervorrichiung. bei der das Halb- 
leiterelemeni 8 an der gedruckien Mehrschichi-Leiierplaiie 
16 angebrachl ist und mi: dem VerguBharz 15 vergossen isu 
sind die Halbleiierelemenieiekirode 9 und die an der Ober- 



flache der gedruckien Mchrschichi-LeiLerplaiie 16 ausgebil- 

nen Halblciiereieinenielekiroden iiber Meulldrahu: oder 25 dcic leiiende Verdrahiung 11 iiuieinander mill els des TAB - 

riergleichen elckirisch verbunden sind, mil zweiien Elekiro- Bands 19 elelorisch vcrbunden. AuBerdem ist die leiiende 

denabschniiien definien werden. bci denen es sich uin die Verdrahiung 11 iiber das Blindloch 18 und der intemen Ver- 

AuBenclckiroden dcr Halbleiiervorrichiung handeh. Dem- drahiung 17 mil dem an der ruckwanigen Oberflache der ge- 

gegenuber kann die Verdrahiung mil einer Lciierplatic als druckien Mehrschichi-Leiierplaiie 16 ausgebildeicn AuBen- 

eine Mchrschichi verdrahiung zur elekirischen Verbindung 30 anschluB 14 verbunden. Bei der in der japanischen Oflenle- 



der ersien Elekuodenabschniue. die mil den Halbleiterele- 
mcnielekirodcn uber Meialldrahie oder dergleichen elek- 
trisch verbunden sind. mil den zweiien Elektrodenabsdinii- 
len. bei denen es sich um die AuBenclcktroden der Halblei- 
iervorrichiung handeh. unier Verwendung von auf den 
Oberflachen von zumindesi zwei Schichien einer doppclsci- 
ligen Plane oder einer Mehrschichiplatie vorgesehenen lei- 
tenden Vcrdrahiungcn und auBerdem cines Durchgangs- 
lochs definien werden. das die bei den unterschiediichen 



gungsschrift 258 048/1988 oftenbanen Halbleiiervorrich- 
iung kann ein Halbleiierelemeni mil mehr Anschlussen als 
das in der japanischen Oftenleeungsschrifi 79 652/1982 of- 
icnbane Halbleiierelemeni S angebrachl werden, da bei dic- 
ser das gedruckie Mehrschichi-Leiierplauc 16 mil der inier- 
nen Verdrahiung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB- 
Band 19 angewandi wird. 

Wenn als Verdrahiung steil zur elekirischen Verbindung 
der Eiekiroden an den Oberflachcn der Halbleiiereiemenie 



Schichien ausgcbildcicn leiienden Vcrdrahiungen elckirisch 40 mil den AuBcnelekirodcn der Halbleiiervorrichiung eine 

Leiierplaiic verwendci wird. wild eine Kupferfolic mil einer 
Dicke von 25 uin bis 75 um bei den Verdrahtungsteilen ver- 
wendei, wodurch ermoglicht wird, eine Verdrahiungsunier- 
leilungsbreiie von 50 um bis 150 pm auszubilden. Zusaiz- 
lich sind die AuBcnelckiroden einer Halbleiiervorrichiung 
mil einem groBen Vcrdrahtungsabstand autgrund dcr Aus- 
bildung eines Lotanschlusses (cine Lotwolbung) oder der- 
gleichen an der Oberflache ausgebildeu die der Oberflache 
gegenubcrticgend angeordnct isu an der die Halbleuerelc- 



vcrbindei 

Fig. 22 zeigt cine Schniuansichi einer Halbleiiervorrich- 
rung. bei der eine beispielsweise in der japanischen OfTcnle- 
gungsschrili 79 652/1 982 offenbaricn herkommliche Leiier- 
plaiie angcwendei isi. In dicser Darsiellung bczeichnei die 45 
Bezugszahl 8 ein Halbleiierelemeni, 9 eine an der Oberfla- 
che des Halbleiierelemenis ausgebildeie Halbleiierelcmeni- 
eleku*ode, 10 eine gedruckie Leiicrplaue, an dercn Oberfla- 
che das Halbleiierelemeni 8 angebrachl isi, 11 cine an der 



Oberflache dcr gedruckien Leiierplaite 10 ausgebildeie lei- 50 mente angebrachl sind, darnii die GroBe Halbleiiervorrich 

lung verringen werden kann. 

Fig. 24 zeigi eine Schniuansichi einer Halbleiiervorrich- 
tung, die einen herkdmmlichen Leiterrahrncn anwendet. Bci 
dieser Darstellung bezeichnei die Bezugszahl 8 ein Halblei- 
ierelemeni. 9 eine an der Oberflache des Haibleiterelemenis 
ausgebildeie Halbleiierclemcniclckixode, 20 an Befesii- 
gungsplaitchen, an den das Halbleiierelemeni angebrachl 
ist. 21 ein Befesiigungsharz bzw. einen Kleber. der das 
Halbleiierelemeni an das Befesiigungsplauchen 20 klebi. 4 
einen ersien Elekirodcnabschnia des Leiierrahmens. 5 einen 
zweiien Elcktrodenabschnin 5 des Leiierrahmens. 12 einen 
dunnen Metalldrahi zur elekirischen Verbindung der Halb- 
leiiereleinemelekirode 9 mil dem ersien Elekirodenabschniu 
4. 15 ein die Halbleiicrclcmcme abdichiendes VerguBharz. 
22 cine cxicrnc Schahune und 23 cine an dcr cxicmcn 
SchaJiung ausgebildeie Elekirodc. die an den zweiien Elck- 
irodenabschniu 5 durch Loizinn 25 oder dergleichen geloici 
isi. 



lende Verdrahiung. 12 einen Metalldrahi, 13 ein Durch 
gangsloch, 14 einen an der ruckwanigen Oberflache der ge- 
druckien Leiierplaiic 10 ausgebildeicn AuBenanschluB und 
15 ein VerguBharz. Bei der mil Harz vergossenen Halbleiier- 
vorrichiung, bei der das Halbleiicrelement 8 an der gedruck- 55 
ten Leiierplaiic 10 angebrachl isi und mil dem VerguBharz 
15 vergossen bzw. abgedichict isu isi die an der Oberflache 
des Halbleiierelemenis 8 ausgebildeie Halbleiierelemeni- 
eiekirode 9 iiber den Meialkirah! 12 mil einem Ende der an 
dcr obcrcn Oberflachc der gedruckien Leiierplaiic 10 vorge- 
sehenen leitenden Verdrahiung 11 eleklrisch verbunden. wo- 
bci das eine Ende in dcr Nahe des Halbleiierelemenis 8 an- 
gcordnei isi. Das andere Ende der leuenden Verdrahiung 11 
isi iiber das Durchgangsloch 13 mil dem an dcr ruckwani- 
gen Oberflachc dcr gedruckien Leiierplaiic 10 ausgcbildcicn 
AuBenanschluB 14 verbunden. 

Fig. 23 zeigi cine Schniuansichi einer Halbleiiervorrich- 
iung, bei der eine in der japanischen OfTenlcgungsschrifi 



60 



65 
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Fir. 25 zeigt ein Schniuansichi eincs Leiierrahmens zur 
Bcschrcibung dcs HcrsicUungsvcrfahrcns dcs Lciicrrah- 
mens durch cincn herkommlichcn Aizvorgang. Bci dieser 
Oarsiellung he7eichnei die Bczugs7.ahi 1 cine Iciienric Mc- 
iallpiauc t'cin Lciierrahmcnmaicrial) mil cincr Dickc von 
125 bis 2()0um und 3 einc Aunoskc inn oncni vorbc- 
summien Musier, wobei dasselbc Musier auf beiden Obcr- 
lliichen dor lciienden Mciallpiauc 1 ausgebiidei sind. Die 
Bezugszahl 2 bezeichnei cincn Vcrdrahtungsabschmu dcs 
Leiierrahmens. dcr durch Aizen dcr Icitcnden Meiallplaiie 1 
von beiden Obernachcn erzeugi wird. damii ein nichi von 
der Atzmaske bedeukier Abschniit durchdrungen wird. Da 
der herkonmtlichc Leiierrahmen auf dicse Wcisc hergesielli 
wird. wenn die lciicnde Meiallplaiie 1 mil einer Dicke von 
125 pm bis 200 urn verwcndei wird, muB der Absiand zwi- 
schen benachbanen Verdrahiungsabschniucn 2 ciwa so groB 
wie die Dicke der Icitcnden Mciallpiauc 1 scin. AuBerdcm 
lag zur Gcwahrlcisiung dcs Atzvorgangs die minimalc Un- 
icneilungsbreiie (piich) dcs Leiierrahmens in cinem Bereich 
von 210 um bis 250 urn. was eiwa doppcli so groB wic die 
Dicke dcr ieiiendcn Meiallplatie 1 ist 

Zur Verkleinerunn der Unierieilungsbreue des herkomm- 
lichen Leiierrahmens sind bei Definition des mil einer Halb- 
leiterelememelekirode durch Drahibonden verbundenen 
Abschnitts des Leiierrahmens als ein ersier Elektrodenab- 
schnin und des an eine exteme Schaliung geloteien Ab- 
schnitis als ein zweiter Elekirodenabschniti Verfahren zur 
Vcrringcrung der Dicke dcs ersien Elekirodcnabschmtis 
durch Aizen jnd darauffolgendes Vcrkleinern des Verdrah- 
tungsabsiands in den japanischen Offcnlcgungsschrifien 
45 967/1990 und 335 804/1995 offenban. Fig. 26 zeigi den 
Vorgang zur Herstellung dcs Leiierrahmens, die in dcr japa- 
nischen Offenlecuncsschrifi 335 804/1995 ofTenban isi. Bci 
dieser Darstellung siclli die Bezugszahl 1 ein leiiende Me- 
iallplaue, bei der es sich urn ein Lei tcrrahmen material han- 
delL 3a und 3b Aizmasken und 4 den ersien Elcklrodcnab- 
schnitl 4 car. Die an einer Oberflache der leitenden Meiall- 
plaue 1 ausgebildeie Atzmaske 3b wcist eine Offnung zur 
Ausbildune des ersien Elektrodenabschnitts 4 auf. wobci die 
an dcr anoercn Oberflache der Ieiiendcn Metallplarte 1 aus- 
ccbildcic Atzmaske 3b cine Offnung zum Atzcn dcr anderen 
Oberflache aufwcisu um dicse vollsuindig eben aus zubil- 
den. Die Bezugszahl 23 sielli eine Aussparung. die, um 
diesc eben auszubilden. durch die Atzmaske 3a geatzi 
wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zuniichsi 
werden die Aizmasken 3a und 3b an den Oberflachen der 
leitenden Mctallolatte 1 ausgebiidei (Fig. 26(a)). wobei der 
Atzvorgang an beiden Oberflachen gestanei wird und zeii- 
weiiig ausgesetzi wird. wenn die Ticfc dcr Aussparung 23 
zwei Driticl der Dicke der leitenden Meiallplaiie 1 errcicht 
(Fig. 26(b)). Die Aizwidersiandsschichi 24 isi an der Seiic 
der leitenden Meiallplaiie 1 mil dcr Aussparung 23 ausge- 
biidei, wodurch vcrhinden wird, daB der Atzvorgang weiter 
voranschreiiei (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an 
der Seite der lciienden MeiaUplaite 1 mil der Offnung zur 
Ausbildung dcs ersien Elektrodenabschnitts 4 fortgesctzi, 
bis das Atzen die Aizwidersiandsschichi 24 zur Ausbildung 
des ersien Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). 
SchlieBLich werden die Aizwidersiandsschichi 24 und die 
Xtzmasken 3a und 3b enifernu wodurch der Leiierrahmen 
fenigccsieili wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigi eine Schniuan- 
sichi "dcs auf diesc Weise ausgcbildeten Leiierrahmens. 
Wenn die Dickc T dcr Ieiiendcn Mciallpiauc 1 150 um De- 
tract, wire die Dicke 72 des ersien Elektrodenabschnitts 4 
dcs Lcitcrs 50 pm, was cine Vcrklcincrung dcr Lcitcrunicr- 
teilunesbreite ennoglicht. Die Bezugszahl siellt einen zwei- 
len Elekirodenabschniti dar. bei dem cs sich um die AuBcn- 
clckirode der Hatblcitervorrichtung handelu und 20 em Be- 



fcsugungsplaiichcn. an das cin llalblciicrciemcm ar.gc- 

brachi isi. --*-mi»o- 

In den japanischen OiTcnlcgungsschnlicr. 2 1 .f02-*/1<* 
und 232305/1994 sind Verfanren zur Vcmngerung dcr 
s Dickc dcs Lciicrs durch Ausbildung dc: Aizmasken 3 ab- 
wechselnd auf beiden Obcrflachen der lciienden Meiall- 
plaiie I bci dcr cs sich uiu UMicrTahmenmaicria) handed 
und zur Vcrklcinerung dcr Leiierunicricilungsbrciic durch 
Vbrschcn dcs Lciiers auf beiden Seiien. wie ir. Ffc. 28 ge- 
m zcigi. Jedocn weisi cin dcrartig diinncr ausgetuhncr Lcncr 
den Nachicil auf. daB. da eciiizie Oberflachen abwechsclnc 
frcilicgen. fails dicse als Elekiroc? zur Vcrmmiur.g imiicls 
Drahibonden mil dem Halbleiicrelemeni %erwendei wird. 
sich das nahtfonmge Bondemiuel zwischen de: seamen ro- 
15 hen Oberflache und dem Halblciterelemem ablosi. 

Wie vorsiehcnd beschrieben kann bei Verwendung etner 
Mehrschichi-Leiterplaue als Verdrahwngsicil eine groBere 
Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschiusscn cmcs Halb.c:- 
jcrelenients^albleiiereleinenieicktroden) und einer klcincr 
20 Untertcilungsbrciic hinsichilich der GroBc verwirkhc hi wer- 
den. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blma- 
loch, die in unierschiedlichen Schichien ausgebildeie unter- 
scbiedlichc Vcrdrahtungen verbinder.. einen Bohr^rgang. 
Folglich triu das Problem auf. daB die Kosien der Halbiei- 
-5 lervomchiung durch die Bcschadigung Ueb Bohrens die 
Reinigung der cebohrten Oberflachen. den Schuu dcr Lci- 
,erplaitc vor Schneideol fiir das Bohrcn und vor Bohrspancn 
und dersleichcn ernohi werden. 

Demgegcnuber ist bei der Verwendung tines Leitcrrah- 
30 mens als Verdrahiungsieil einc Tcchnik vorgcschlagen wor- 
den die die Leiicrunicncilungsbreiic verkleincn. ledoch isi 
fur die AuBenelckirodcn dcr Halbleiiervorrichiung keine 
Technik vorgcschlagen. Deshalb isi ein Verdraluu.igsab- 
stand. der derselbc oder groBer wic der hcrkommlichc ist. 
is zwischen den erstcn Elekirodenabschnitien mil klciner bn- 
lerteilungsbreite und den zweiten Elektrodcnabschmiien 
(AuBenelekiroccn) mil der groBen Unierieilungsbreue er- 
forderhch. Zusatziich triu das Problem auf. daB eine groBc 
Unicrtcilungsbrciie und ein groBer Bcreich zur Ausbildung 
40 cines Loianschlusses oder dergieichen crtordcriich ist. wes- 
halb es folglich unmcglich :si. einc vciklcincric halbleiier- 
vorrichiung zu crhalicn. 

Dahcr licgi dcr Ernndunc die Aufgabe zugrunde. diese 
Problemc zu loscn und einen Aufbau zur Verkleinerung dcs 
45 Vcrdrahtuncsabsiands. die bishcr nur durch Verwendung ei- 
ner Mehrschich-.-Leiierplaiie vcrwirklich! wurde. durch Ver- 
wendung eines Leiierrahmens und Verdrahtungstcils zu vcr- 
wirklichen. durch den der Leiierrahmen aufgebaui ist. Dabci 
soil cin Verdrahiungsieil. das einc groBcre Anzahl und eine 
50 klcinere Unterieilungsbrcite der Stifle der Eingangs-/Aus- 
gangsanschliissc eines Halbleiierelemenis erreichen sou,e 
die Verkleinerung und Kostenvemngerung der Halbleiier- 
vorrichiung erreichen kann. sowie einen Leiierrahmen mil 
einem derartigen Verdrahiungsieil geschaffen werden. 
55 Diese Aufgaoc wird durch die in den beigelugien Paicni- 
anspruchen darcelegien MaBnahmen gelosi. 

ErfindungsgcmaB wird em Verdrahiungsieil geschatter,. 
das durch einen ersien Elekirodenabschnilt, dcr mil einer an 
einer Oberflache cines Halbleiterelements ausgebildeten 
60 Elektrode elektrisch verbunden isi. einen zweiten Elektro- 
denabschniu. der mil einer an einer exicmcn Schaliung aus- 
gebildeten Elektrode elckiriscn verbunden is:, und emcr. 
Vcrdrahtungsatschnm gekcnnzcichnci isi. der den ersien 
Elektrodenabschniu mil dem zwencn Ulcktrodcr.aDSchn:!; 
65 vcrbindcl. wobci dcr crstc ElcKL-odcr.abschniiL dcr zwcitc 
Elckuodcnabschniu und dcr Vcrdrahiuncsanschnii: aus ci- 
nem platicnfbrmigen lciienden Korpcr ausgebiidei sind und 
die Dicke des Verdramungsabschnius nichi dicker als halb 
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so dick wic dcr ersie Elekirodenabschniii odcr der zweiie 
l-Iekirodcnabschnin ausgefuhri isi. 

Dcr Vcrdrahiungsabschmii kann an ciner Oberflache dcs 
piaiicnfoni>igcn leiicndcn Korpcrs vorgcschen scin 

AuBerdem konncn die Verdrahiungsabschniue vcrsireui 
an beiden OberOachcn dcs plalienionnigcn leuenden Kor- 
pcrs angcordnet scin. 

Die Dicke dcs ersien Elekirodenabschnius und die Dicke 
des zweiien Elekirodenabschnius konncn dicselbc wie die 
dcs plauenformigen Iciicndcn Korpcrs scin. 

Wcitcrhin kann die Dickc cniwcder dcs ersten Elekiro- 
denabschnius oder des zweiien Elekirodenabschnius die- 
sclbe wie die des plauenformigen Korpcrs scin. wobci die 
Dickc dcs andcren nichi mehr als die Kalfic dcr des platten- 
fdnniuen leiicndcn Korpcrs bciragen kann. 

Daruberhinaus kann der ersie Elekirodcnabschmu odcr 
der zweiie EiekirodenabschniiL deren Dicke nicht mchr als 
die Hallic dcs plauenformigen Iciicndcn Korpcrs bciragL 
gcprcB' werden. um deren Oberflachcn eben auszutiihren. 

Erfindungsgeniat; wird auGerdem cin Vcrdrahiungsieil 
oeschaflen. das durcb einen ersten Elektrodenabschnitu dcr 
niit einer an cincr Oberflache eines Halbleiterelemcms aus- 
gebildeien Elekirode elekirisch verbunden isL einen zweiten 
Elektrodenabschniti, der mil einer an einer exiernen Schal- 
lung ausgebildeien Elekirode elekirisch verbunden isL einen 
VcrdrahiungsabschniU. dcr den ersien Elektrodenabschniti 
mil dem zweiien Elektrodenabschniiv verbindeu und einen 
Verbindungsabschniu gekennzeichnei isi. dcr bei einem Teil 
des Verdrahtungsabschnitis zur Verbindung dcs Vcrdrah- 
lungsabschnitts ausgebildei isu wobei dcr crste Elektrodcn- 
abschniit. der zweiie Elektrodenabschniti. der Verdrah- 
lungsabschniu und der Verbindungsabschniu aus einem 
plauenformigen Iciicndcn Korpcr ausgebildei sind und je- 
wcils die Dicke des ersien Elekirodenabschnius. des zwei- 
ien Elekirodenabschnius und des Verdrahiungsabschnius 
nichi gro&er als die Halfie dcr Dicke des Verbindungsab- 
schniiis ausgefiihn isi. 

Dcr Verbindungsabschniu kann ein Abschniu sein^ bei 
dem dc: Verdrahiungsabschniu und eniweder dcr ersie Elek- 
irodenabschniii odcr dcr zweiie EiekirodenabschniiL der 
brciicr als dci VcrdrahiungsabschniU isu sich gegcnscitiz 
uberlappen. 

AuBerdem konnen die Verbindungsabschnitie. die eniwe- 
der den ersien Elekirodenabschniii oder den zweiien Elek- 
irodenabschniii aufwciscn und an benachbaricn Vcrdrah- 
tungsabschniticn ausgebildei sind. derari angeordnei wer- 
den, daB sie nichi nebeneinander ausgerichiei sind. 

Der Verdrahiungsabschniu kann aus dem plaitenibrmigen 
Iciicndcn Korpcr durch Atzcn ausgebildei werden. 

Zurnindesi eine Oberflache des ersten Elekirodenab- 
schnius oder des zweiien Elekirodenabschnius kann nichi 
dem Aizvorgang unterzoeen worden sein. 

Dcr Leiierrahmen gcmaB dcr Ernndung isi mil einer Vici- 
zahl von Verdrahiungsieilen versehen. 

Die Erhndung wird nachsiehend anhand von Ausfun- 
rungsbeispielcn unier Bczugnahme auf die bciliccende 
Zcichnung nahcr bcschricbcn. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schniuansichi eines Leiierrahmens genial?, ei- 
nem ersien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 2 eine Draufsichi des Leiierrahmens gemaB dem er- 
sien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 3 eine Schniuansichi des Leiierrahmens gemaB dem 
ersien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 4 eine Schniuansichi dcs Leiierrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 5 eine Schniuansicm eines Leiiers des Leiterrahrncns 
gemaB dem ersien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 6 eine Schniuansichi dcs Lciicrs dcs Leiierrahmens 



gcmaB dem ersien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 7 cine Schniuansichi eines Lciicrs eines Leucrrih- 
mens gcmaB cinem zweiien Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. S eine Schniliansich: des Tciicrs dcs T Ajilcrrahinens 
5 gcmaB dem zweiien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 9 eine Schniuansichi cincs Lciicrs eines Leiierrah- 
mens gemaB cinem driuen Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 10 eine Schniuansichi dcs Leiiers des Leiierrahmens 
gcmaB dem driuen Ausfuhrungsbeispiel. 
io Fig. 11 eine Schniuansichi eines Leiiers eines Leiierrah- 
mens gemaB eineni vienen Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 12 eine Scitenansichi dcs Lciicrs dcs Leiierrahmens 
eemaB dem vicricn Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 13 eine Draufsichi eines Leiiers eines Iveiierrahmens 
15 gemaB einem funfien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. U einc'Sciienansichi dcs Leiters des Lencrrahmcns 
gemaB dem fiinficn Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 15 cine Draufsichi dcs Lciicrs dcs Leiierrahmens gc- 
maB dem funfien Ausfuhrungsbeispiel. 
20 Fig. 16 eine seiiliche Schniuansichi cincs Leiterranmcns 
gemaB eincm sechsien Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 17 eine Ansichi eines Leiiers des Leiierrahmens ge- 
maB dem sechsien Ausfuhrungsbeispiel . 

Fig. 18 eine Ansichi dcs Leiiers des Leiierrahmens gemaB 
25 dem sechsien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 1 ( ) eine Draufsichi eines Leiierrahmens gemaB einem 
siebien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 20 cine Schniuansichi dcs Leiierrahmens gcmaB dem 
siebten Ausfuhrungsbeispiel. 
30 Fig. 21 eine perspektivische Ansichi eines zweiten blck- 
irodenabschnius des Leiierrahmens gemaB dem siebien 
Ausfuhrunesbcispiel derErfindung, 

Fig. 22 cine Schniuansichi einer mil Harz vcrgossenen 
Halbleiiervomchiung. bei der ein Halbleiierelemeni an ei- 
\s ner hcrkommlichen gcdruckien Leiterplatie angebrachi isL 
Fig. 23 eine Schniuansichi einer andcren mil Harz vcr- 
gossenen Halbleiiervorrichiung. bei der ein Halbleiierele- 
meni an ciner herkommlichen gedruckicn Leiierplatie ange- 
brachi isi. 

40 Fig. 24 cine Schniuansichi einer mil Harz vergossencn 
Halbleiiervorrichiung. bei der ein hcrkommlicherLciicrrah- 
men ancewcndci isi. 

Fig. 25 eine Schniuansichi eines hcrkommlichen Leiier- 
rahmens, . 
45 Fig. 26 eine Schniuansichi. die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommlichen Leiierrahmens darsielli. 
Fig. 27 eine Schniuansichi cincs anderen herkommlichen 
Leiierrahmens unci 

Fig. 28 cine Schniuansichu die einen Vorgang zur Ausbil- 
50 dung eines andcren hcrkommlichen Leiierrahmens darsielli. 



Ersies Ausfuhrungsbeispiel 

Nachsiehend isi ein Leiierrahmen gemaB dem ersien Aus- 
55 tuhningsbcispiel unier Bczug auf die Zcichnung beschnc- 

be Rg. 1 zeiei eine SchnittansichL die den Aufbau dcs Lei- 
ierrahmens ^emaB diese: Erfindung darsielli. wobei Fig. - 
cine schcma~iischc Draufsichi des Leiierrahmens zeigi. Bei 
GO diesen Darsiellungen bezcichnet die Bezugszahl 1 eine lei - 
lende Metaliplatie (ein Leiierrahmen material), 2 einen Ver- 
drahiungsabschniu des Leiierrahmens. 4 einen ersten Elek- 
irodenabschniii 4. der clcktnscn iibcr einen dunnen Meiall- 
drahi odcr dcreicichen mil emer an dcr ODcrflache des Halb- 
65 Iciicrclcmcnis'K ausgcbildctcn Elckuod; 9 elekirisch ver- 
bunden isu 5 einen zweiien Elekirodenabschniii 5, bei dem 
es sicn um eine mil einen exiernen AnschluB 14 elckinsch 
verbundene AuBcnelektrode dcr HalbleitcrvorTichlung han- 



DE 197 34 794 A 1 



8 



dclu die aus cincm Ix>ianschluB hcrgcsicM i». 15 cin Vcr- 
guGharz. 20 cin Bcfcsiigungsplattehcn. an das das Halblei- 
icrelenieni 8 angebrachi isi. 101 cine Fiihnmgsstange und 
102 einen 1 jciicrrahmcn. 

Fig. ^ zeigi eine Schniuansicht. die den Hcrsicilungsvor- 
gang des Lciicrrahmcns gemaB dem Ausfuhrungsbcispiel 
darsiellt. Bei dieser Darsicilung bezeichnei die Bezugszahl 
3 Atzmasken. T die Dickc dcr leitenden Mciallplaue 1. H 
die von dcr Oberfliichc (riickwanigen Oberflachc) der lei- 
tenden Mciallplaue 1 geatzte Dicke. an dcr die Vcrdrah- 
urngsabschniue 2 nich: ausgebildct sind. T2 die Dicke dcr 
Verdrahiungsabschniue. die durch Atzen diinner ausgeruhn 
werden. Ml cin Maskicrungsmustcr dcr Aizmaskc 3 zur 
Ausbildung der Verdrahiungsabschniue 2 und M2 eine 00- 
nung der Aizmaskc 3 zur Ausbildung des Absiands z*t- 
schen den Verdrahtungsabschniuen 2. Das Bczugszcichen 
Wl bezeichnei die Brciie eines durch das Maskicrungsmu- 
sicr Ml ausgcbildcicn mitUcrcn Abschniiis des Vcrdrab- 
iungsabschnitts 2 in der Richiung dcr Dickc. wobci ledighch 
aufgrund der geatztcn Seiien die Dickc kleiner als das Mas- 
kienmgsmuster Ml isL Das Bezugszeichen W2 bezeichnei 
■ den Abstand zwischen den durch Atzen ausgebildeien Ver- 
drahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich auf- 
grund der geaizien Seiien groBer als die Offnung 1VL ist. Die 
Bezugzeichen A und B bezeiehnen Augrenznachen. die die 
Mustergrenzflachen an den durch Atzen von der unieren 
Oberflache des Vcrdrahujngsabschni us 2. das heiBt von den 
von der riickwariigen Oberfiache der leitenden Meiallplaue 
1 ausgebildeien Oberflachen sind. Der Uiterrahmen wird 
durch^Ausbildung der Atzmasken 3 mil eincm vorbesumm- 
ten Muster an beiden Oberflachen der leiienden Meiallplaue 
1 erhalten. wobei das Atzen an beiden Oberflachen gleicn- 
zeitig gestanci wird das Atzen ausgeseui wird. wenn die 
leiiende Meiallplaue 1 teilwcise durchdrungen isi und die 
vorbesummien Atzendcn A und b erhalten werden, und 
schlieBlich die Atzmasken 3 entfemt werden. Dabei wird die 
Aizucfe Tl von der riickwariigen Oberfiache groBer als die 
Halfie der Dicke T der leitenden Meiallplaue 1 und die 
Dicke T2 dcr Verdrahiungsabschniue 2 klciner als die Halfie 
dcr Dicke T der leiienden Meiallplaue 1 . 

GemaB Fig. 3 sind die Verdrahiungsabschniue 2 ledichch 
an einer Seile der leiienden MeiaUplaue 1 vorgesehen. jc- 
doch konnen wic in Fig. 4 gezeigi die Verdrahu.ngsab- 
schnitie 2a und die Verdrahiungsabschniue 2 jewcils ar> 
wechselnd auf der ersten und der zweiien Seite der leiienden 
Meiallplaue 1 vorgesehen werden. wodurch weiicr die Lei- 
lerunierteilungsbreite verringen wird. GemaB dieser Dar- 
. stcllunc bezeichnei die Bezugszahl 2a VerdrahiungsaD- 
schnitie fur die crsie Sciie dcr leiienden Mciallplaue 1. 2b 
Verdrahiungsabschniue fur die zweite Seile der leiienden 
Meiallplaue 1. M3 eine Offnung fur die Atzmasken 3 zur 
Ausbildung des Absiands zwischen den Vcrdrahiungsab- 
schnitten 2a odcr zwischen den Verdrahtungsabschniuen 2b. 
die an umerschiedlichen Seiien dcr leiienden Mciallplaue 1 
ausgebildei sind. 

Fig. 5 und 6 zeigen Schniuansichien eines Leuers des 
Leiterrahmens gemaB diescm Ausfuhrungsbcispiel. Da 
beide Oberflachen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des 
zweiien Elekirodcnabschnius 5 mil den Atzmasken 3 wah- 
rend des Atzvorgangs bedecki sind. weisen sowohl der ersie 
Elektrodenabschniu 4 als auch dcr zweiic Elektrodenatv 
schniu 5 cieselbe Dicke wic die leiiende Meiaiiplaue 1 aul. 
Obwohl eine Seite des den ersien Eiekirodcnabschnm 4 mu 
dem zweiien Elekirodenabscrmi:: 5 verbindenden Veroran- 
' lunesabschniiis 2 mil dcr Aizmaskc 3 v>ahrcnd des Aizvor- 
gancs bedecki ist. wird das Aizen von dcr anderen bene 
durchgefuhri. DeshaJb unrd dcr Vcrdrahiungsabschniu 2 
dunncr als der crsie Eiekirodenabschmii 4 und de: zweue 



Elektrodenabschniu 5 ausgcluhn. 

Fig. 5 zcigi den Fall, bei dem die Vcrbindungsoberiiachcn 
(AnschluBobcrnachcn) 4a und 5a des ersien Eickirodcnah- 
<«:hnius4 und acwAvciicn VJckirodennnschniu* 5 an nen^ci- 
5 ben Seiien dcr leuenden Meiallplaue 1 ausgebildei sind. wo 
hingegen Fig. 6 den Fall zcigi. bei dem die Vcrbindungs- 
oberflachen 4a und 4b an umerschiedlichen Scucn dcr .ei- 
tenden Mciallplaue 1 angeordnei sind. Da heiae ^euen des 
ersten Elekirodenabschnius 4 und des zweiien Elekirodcn- 
10 abschniiis 5 nichi gcatti: cbene Oberflachen dcr leuenden 
MeiaUplaue 1 sine, wirdkein Problem bcim Boncen vcrur- 
sachi. Deshalb konnen die Verbindungsoberilachen des er- 
sien ElekirodenabschniiLs 4 und des zweiien Elektrodcnan- 
schnius 5 wic gewunschi ausgcwahli werden. 
15 Bei dem Leiierrahnien gemaB diesem Ausfuhruncsnei- 
spie) wird ein Atzen von beiden Seiien der leuenden MeiaU- 
plaue 1 durchgefuhn. wodurch die Verdrahiungsabschniue 
2 nichi dicker als die Halfie dcr Dickc dcr leuenden Mciall- 
plaue 1 ausgefiihrt werden. Folglich kann das Aizen unicr 
->0 den Bcdincungen durchgefuhn werden. daB der Absiand 
W2 zischen den Verdrahtungsabschniuen 2 odcr der Ab- 
stand zwischen den Verdrahtungsabschniuen -a unci *t> 
derselbc wie die Dicke T2 der Verdrantungsabschmue -a 
und 2b ist. Folglich kann. selbst wenn die Uiicrunienci- 
25 lungsbreiie doppcli so dick ausgcluhn wird. wic the DkKc 
T2 nonnalerwcise ist, dicse kleiner als die Dickie 1 ocr lei- 
tenden Meiallplaue 1 sein. 

GemaB dicseni Ausfuhrungsbcispiel konnen die zweiien 
Elekirodenabschnitie 5 an der Inncnsciic dcr ersien Elcktro- 
30 denabschnitie 4. das hciBi an der Ruckseitc des an dem Be- 
fesiigungsplattchen 20 angebrachten Halbleiierelemenis h 
angeordnei werden. Folglich kann cine verkletnerie Halb.ci- 
tcrvorricluung erhalten werden. 

AuBerdem kann der Vbrgang untcr den Bedingungcn 
is durchecfuhn werden. daB der Absiand zwischen den Ver- 
drahtungsabschniuen 2 eiwa genauso groB isi wie die Dickc 
T der Vcrdrahiuncsabschniuc 2. indem die Dickc J - dcr 
Vcrdrahtuncsabschniuc 2 dunncr auscefuhn wird. Deshalb 
kann die Uiierumeneilungsbreiie verkurzi werden. wobei 
40 eine Feinverdrahtung mOglich wird. Zusaizlich kann. wenn 
die Vcrdrahiunssabschniuc 2a der ersten Scitc dcr leuenden 
MeiaUplaue 1 und die Verdrahiungsabschniue 2b der /set- 
ter Seiic der leitenden Meiallplaue 1 abwechselnd angeord- 
nei werden. der Absiand W3 zwischen benachbancn an un- 
45 tcrschiedlichen Seiien dcr leiienden Mciallplaue 1 ausgebil- 
deien Vcrdrahi ungsabschniuen 2a und 2b kleiner als der An- 
stand W2 der Verdrahiungsabschniue 2 ausccfuhn werden. 
wobci folclich die Uiicrun-.crieilungsbrcite weiicr vcrklci- 
nen werden kann. AuBerdem konnen die Vcrbindungsobcr- 
50 flachen dcr ersien Elekt rode nab schnitie 4 und der zweiien 
Elekirodenabschnitie 5 derari wie gewunschi besumir.t war- 
den daB die Flexibility de: Anoranung der Halbleuercle- 
mcnielekirodcn und dcr AuBenclekiroden der Halblciicrvor- 
richtung erhoht wird. 

Zwciies Ausfuhrungsbcispiel 



GemaB dem ersien Ausfuhrungsbeispiel weisen die ersien 
Elekirodenabschnitie 4 und die zweiien Elckirodcnab- 
60 schnitie 5 djeselbc Dickc wie die leiiende Mciallplaue 1 aut. 
Jcdoch kann wie in Fig. "? und 8 gczeig! dcr Absiand zwi- 
schen den zweiien Elektrodenabschnitten ? m dcrselDen 
Wcise wie die Vcrdrahtungsabschr.ittc 2 durch cine dunncre 
Ausfchrungdcr zweue Eiektrodcnabschniuc 5 tuiuels Aizen 
65 von c;ncr Sciic be; dem Aizvorgang vcrkicmcn werden. 

GcniUB Fig. T isi die Vercinduncsonerfiachc sa des zwei- 
ien Eickuodenabschnitis 5 an dcr Sciic vorgesehen. die 
nichi gciiizi wird. Jcdoch kann wie in Fiji. S pezeigi. wenr. es 



DE 197 34 794 A 1 



10 



erfordcrlich is., die Vcrbindungsoberflac he 5a des roiicn 
Hlckirodcnabschnins 5 an dcr gea.zicn Seiie vor/juschen. die 
Vcrbindunusobcrnachc dutch Anwcndcn ernes Prcsscns an 
den, 7wci.cn FJekirMcnahschni,, 5 eben ausgctuhrt werden. 
was hcrkommlich ausgefiihrt wurdc. urn em Lei.ercnde eben 5 
Tus/ul uhr.0. ohnc das ein Problem beim Bonder vcrursacht 
wird Icdoch wird. falls dcr zweitc Bckirodenabschmli 5 
du ch'Presscn dunncr ausgetuhn wird. wenn der zweiic 
Elekirodenabschniti 5 eine Dicke TK erne ^^j^ 
und cine VerringcrungsgroBc AT2 « 
T> wobei die erhohic Lcitcrbrcitc gicich v x (AT2/T2) * 
(W! ) wird. was anzeigi. daB der Leiicrabstand icdigUch au - 
orund der erhohien Leiterbreiie kleiner wird Dcshalb sollte 
der PrcBvorgane. urn den zweiien Qcktrodcnabschmii 5 
dunncr auszufiihrcr.. nur soweit durchgefuhn werden. um 15 
die roh geatzie Oberflache eben auszuiuhren. 

UemaB diesem Ausfiihrungsbeispiel kann der Absiand 
zwischen den zweiten Elckirodcnabschnincn 5 klcincr aus- 
gefiihrt werden. indem der zweiic Bekirodenabschmti :> 
dunner ausgetuhn wird. Folglich kann eine verklemene 20 
Halbleitervorrichtung erhalien werden. 

Drities Ausfuhrungsbei spiel 



schniuc au&er dem Vcrbindungsabschniu 6 des Leiiers 
durch Aizcn von cincr Sciic dunncr ausgetuhn. was cine 
Fcinvcrdrahtung ermoglichi. Wic in Fig. 12 gezcigi ermog- 
lichi die Vcrwcndung des Vermndung*abschnius * em An- 
ordnen des ersten Elcktrodcnabschnitis 4 und des Verdrah- 
tunnsabschnius 2a an dcr ersten Sciic der leucnden Meiall- 
plane 1 sowie cin Anordncn des zweiien Elekirodcnab- 
schmus 5 und des Vcrdrahtungsabschnius 2b an dcr zwciicn 
Seiie dcr leiiendcn MctaUptaue 1. woaurch erne drcidmien- 
sional vcrtciltc Anordnung enrich: wird. Folglich Kann cine 
Verdrahiung mil einer hoheren Dichte verwirklichi una eine 
vc-kleinene Halbleiiervorriehiung erreicm werden. 



GcmaB dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel sind die zwei- -5 
,cn Elckirodenabschniuc 5 dunncr ausgefiihrt. Jedoch kann 
der Absund zwischen den ersicn Elekirodenabschnitien 4 
kleiner ausgetuhn werden. indem die ersten ElcktrodenaD- 
schniue 4 wie die Verdrahiungsabschniuc 2 durch Atzen 
von einer Seiie bci dcni Aizvorgang dunncr ausgetuhn wer- *> 

de GemaB Fig. 9 ist die Verbindungsobcrflache 4a des ersten 
Elektrodeiiabschnitis 4 an der Seiie vorgeschen. die mcni 
eeaizt wurdc. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezcigi. wenn cs 
erfordcrlich ist, die Verbindungsobernache 4a des erst en * 
ElekuodenabschnitLs 4 an der geaizicn Seiie vorzusehen. die 
Verbindunssoberflache durch einen PreBvorgang m derscl- 
ben Wcisc wie gcmaB dcni zweiten Austuhrungsbeispicl 
eben ausgefiihrt werden. ohne daB ein Problem beim Bon- ^ 
den verursachi wird. 

CemaB diesem Ausfuhrungsbcispiel kann der Absiand 
zwischen den Elckirodcn kleiner ausgefiihrt werden. indem 
die ersten Elckirodenabschnine 4 dunner ausgefuhn wer- 
den Folglich kann geniaB diesem Ausfiihrungsbeispiel dem 
Wunsch nach einer groBen Anzahl von Siiften (Anschlus- « 
sen. Elektroden) und einer kiirzeren Unteneilungsbrcue bei 
dem Halbleiterelement entsprochen werden. 



Funfics Ausfiihrungsbeispiel 

GcmaB dem viertcn Ausfuhrungsbcispiel sind der crsie 
Elekirodcnabschniu 4. der zweiic Elektrodenabschmu 5 und 
die Verdrahiungsabschniuc 2a und 2b in cincr Gcradcn an- 
geordnet. Jedoch konnen wie in Fig. 13 bis 15 
sien Elekirodcnabschniu 4 und die zwciicn Hekirodenab- 
schniu 5 an jeder bcliebigcn Position durch Anordncn der 
ersicn Elekirodenabschniue 4 und die zweiien Elekiro- 
dcnabschniu 5 vcrbindenden Verdrahiungsabschniuc 2a und 
daB sich die ttchiung der Verdrahiung sabschmtie 
2a und 2b in der Mine urn einen rech.cn Wmkel andert. 
Folglich kann die Flexibiliiat der Anordnung der H 
clementelektroden und der AuBenelekuoden der HJto 
vorrichtung erhohi werden. was eine weiicre Vcrklcmerung 
der Halbleiiervorriehiung ermoglichi. 

Fic n und M zeigen cine Drautsich. und eine Seitenan- 

sichi eines Uiters. der anwendbar isu wenn der erste Elek- 
Scnabschniu 4. dcr zweiie Elekirodenabschnut 5 unc I die 
Verdrahiungsabschniuc 2a und 2b mchi ^^LeUe"" 
fen. Fig. 15 zcigt eine perspekuvi.che Ansicht cincs , Lcucrs. 
der anwendbar isi. wenn es erlorderhch ist 
tungsabschniuc 2a und 2b mil einem rcchten Winkel anzu- 

0r Gcma6 diesem Austuhrungsbeispicl konnen der erste 
Elekirodcnabschniu 4 und dcr zweite Elekirodenabscnniu d 
de art in ieder bcliebigcn Uge angecrdnct werden daBd,e 
Flcxibilita. dcr Anordnung der Halblei.erelenientelektradcn 
und dcr Auftenclekiroden der Halblciicrvornchtung erhoh. 
v,Hrd. was eine wei^ere Vcrkieinerung der Halbleitervom.b- 
tung ennoglicm. 



Vicnes Ausfiihrungsbeispiel 



Fi« 11 und 12 zeigen eine Draufsichi und eine Seiienan- 
sichrcines Leiiers des Uitcrrahmen gemaB dem viencn 
Ausfiihrungsbeispiel. GcmaB dicsen Darsiellungcn bczeic.v 
ncn die Bezueszahien 2a und 2b Verdrahiungsabschnitie. 
die durch Atzen von einer Seiie bei Ausbildung des Leiicr- 5^ 
ralimcn- dunner ausgefuhn worden sind. Dabci bezcichnei 
die Bczueszahl 2a cincn an der ersten Seiie dcr leiiendcn 
Mctallplaue 1 auscebildeien Verdrahiungsabschniu und 2b 
einen an der zweiien Seiie der leitenden Metallplatic 1 aus- 
cebildeien Verdrahiungsabschniu. Die Bezugszahl 4 be- 60 
zeichnei einen ersicn Elekirodcnabschniu und 5 einen zwci- 
len Elekirodcnabschniu. wobei bcidc dunner ausgefuhn 
sine Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Vcrbmdungsas- 
schnut zwischen dem Verdrahiungsabschniu 2a an der er- 
sicn Sciic und ccm Verdrahiungsabschniu 2b an dcr zweucn 05 
Sciic. der bei Ausbildung des Uiicrrahmens nichi geaizi 
wird* da beide Seiicn mil Aizmasken bedeckt sind. 

GcmaB diesem Ausfuhrungsbcispiel werden die Ao- 



Sechstes Ausfiihrungsbeispiel 

Fig. 16 zeici cine Schniuansich; eines Ixiicrrahmens ge- 
maB dem scchsten Ausfuhrungsbcispiel wobe, F.g. V 
50 18 eine Draufsichi und cine Scitenansicht eines Leiiers des 
\n Fif. 16 oezcicien Leiicnahmcns darsieUen. Da die lie- 

en let dfesen Dars.ellungcn dieselben 
wic die gemaB Fig. 1 bezachncn. entfall. dcren Beschre,- 

bU Wenn de: ersK Elckuodenabschniu 4 una der iweuc 
Elekuodenabschni., 5 wic in Fig. 16 gczcig. n* e ane.nar- 
de- liegen. kann zur Verdrahiung e>n wie in F.g. 1 - und 15 
£zJ„ U-fcrmiger Leuer verwende. werden wodurch 
erne v'erklemene Halbleiiervorriehiung erhalien w,rd. 



Siebies Ausfuhrungsbeispic! 

Fi« 19 7^i2> nnc Draul'sich. ancs Leuerrahmcns gemaJS 
dem "sictier, Xusfunn.ngsbeisp.el. wobei Fig 26 1 eine ^en.^ 
larg derLin,e C-C genommenc Schr.utens.ehi und F.«. -0 
cTne oerspek.v.sche Ans,ch> des .«€««. ^f C ^' 
sihniiu 5 ze.een. D.e Verdrahiungsabschnitie I sind an dcr 
S Sci ie des Lei.errahmenmaienals und die zweucn 
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Klckirodenabschniiic 5 an dcsscn crsicr Sci'.c ausgebildct. 
Bci dcm Abschniit. an dcin cin Vcrcrahiungsabschniu 2 und 
cin /.wciier Eicktrodenabschniu 5 sich uberlappen. ist an dcr 
crsicn Sci'.c durch At/cn cin Krcis gciuusicn. dcr die : : nrm 
des zweiten Elcktrodcnabschnius 5 ist, wohingegen dcr Vcr- 5 
drahtunesabschnitt bzw. das Verdrahtungsmusier an der 
zwdiciTSeiic durch Aizcn ausgcbildci ist. Hinsichtlich dcr 
andcrcn Punkic ist dcr Aufbau gemiiB dicscm AusfUhrungs- 
beispiel wic genial dem vicnen AusfUhrungsbeispiel, wobci 
gcmaB dicsem AusfUhrungsbeispiel cin Fall dargesiellt ist. to 
bci dcm dcr zweiic Elekirodcnabschniti 5 an dcm in Fig. 1 1 
gczcigicn Verbindungsabschniti 6 ausgebildci isL 

GcmaB dicsem AusfUhrungsbeispiel sind die Verdraiv 
tunssabschnittc 2 und die zweiten Elektrodenabschniitc 5. 
die broiler als die Verdrahtungsabschniue 2 sind. an vonein- 15 
andcr unierschicdlichcn Seiien ausgcbildeu wobei zumin- 
dest ein Verdrahtung sabschnin 2 zwischen benachbancn 
zweiten Elckirodcnabschnittcn 5 ausgcbildci ist, danui die 
brciicn zweiicn Elektrode nabschni tie 5 nichi nebencinander 
in ciner Reihc ausgcbildei sind. Folglich beslcht keine Not- 20 
wendigkeii. den Abstand zwischen den Verdrahiungsab- 
schnitien 2 zur Ausbildung der zweiten Elekuodenab- 
schniite 5 zu vcrbreiiern, was eine Verdrahtung mit einer ho- 
heren Dichie und eine verkleinene Halbleiiervorrichtung er- 
reicht. 25 

Achies Ausfiihrungsbeispicl 



GemaB dem siebien Ausfiihrungsbeispiel sind die zweiicn 
Elekirodcnabschnitte 5 und die Vcrdrahiungsabschniue 2 30 
uberlappi. Jcdoch konnen die Halbleiterclcmcntelekuodcn 
cine kleiner Unieneilungsbrcile aufweisen. indem die ersien 
Elektrodenabscimitte 4 und die Verdrahtungsabschniue 2 an 
unterschiedlichen Seiien ausgebildct werden und ein Ver- 
drahiungsabschnin 2 zwischen benachbanen ersten Elektro- M 
denabschnitten 4 derart angeordnct wird. daB die ersten 
Elekirodenabschnitte 4 nichi in einer Linic seillich angeord- 
nct sind. 

Wic vorsiehcnd beschricben kann gemaB den Ausfuh- 
rungsbcispielen eine Feinverdrahiung erreicht werden, in- 40 
dcm die Dickc des Lchcrs als Verdrahtung sieil zur elektri- 
schen Vcrbindung dcr Halbleiicrclementclekiroden mil den 
AuBcnelektrodcnder Halbleitervomchiung nichi dicker als 
die Halne der crforderlichen Dicke desLeiterrahmenmaieri- 
als ausgeluhrt wird. AuBerdent kann durch Verwendung ei- 45 
nes Leitcrrahnicns. der die an beiden Seiien des Le-iterrah- 
menmatcriais angeordneten Vcrdrahtungs- und Elektroden- 
abschniue aufweisu ein Halblciierclenieni mil einer groBc- 
rcn Anzahl von Sliften und einer kleincrcn Untcneilungs- 
breite erreicht werden. Zusatzlich kann durch Anordnung 50 
der AuGenelekiroden an der riickwanigen Seiie der Halblei- 
icrelememe eine kleiner Halblcitervorrichiung mil niedrige- 
rcn Kosten erreicht werden. 

Wie dcr vorsichcnd 3eschrcibung zu entnehmen ist. wird 
ein Verdrahtungsteil mil eincm ersten Elekirodenabschniti 55 
4. dcr mit einer an einer Oberflache eines Halbleiierelenienis 
8 ausgcbildctcn Elckirodc clektrisch vcrbunden ist. einctu 
zweiicn Eicktrodenabschniu 5. dcr mit einer an einer extcr- 
nen Schaltunc ausgebildeten Elektrode clektrisch verbun- 
den ist. und einem Verarahiungsabschnitt 2 geschaffen. der 60 
den ersie Eicktrodenabschniu 4 mil dem zweiten Elekiro- 
dcnabschniti 5. Dcr crstc Elekirodcnabschnili 4. dcr zweiic 
Eicktrodenabschniu 5 und der Verdrahiungsabschnin 2 sind 
aus eincm plauenlcniugcn leiicndcr. Korper 1 ausgcbildci. 
wobci die Dickc des Vcrdrahiungsabschniits 2 r.ichi groBcr 65 
uls die Halfie dcr Dicke des crsicn Elektrodcn2bschmus 4 
oder des zweiten Elekirodenabschnitis 5 ausgefiinn ist. Eine 
Feinverdrahtung kann dadurch crreichi werden. indcin der 



Lciicr als Vcrdrahiungsieil /.ur elckirischcn Vcrbindung der 
Halbteiterelenicniclckiroder, 9 mil den AuGenelekiroden dcr 
Halbleiiervomchiung nichi groBer als die Tlalfic der crloi- 
ric-lichcn Dickc des Tciierrahmcnmatcnals au^gefiihr. wird 

Paientanspruchc 

1. Vcrdrahiungsieil. gckenn/cichnct durch 
einen ersten Elekirodcnabschniti (4). dcr mil ciner an 
einer Oberflache eines Halbleitcrelcmcnis (X) ausgebil- 
deten Elekuodc {9) elcktrisch vcrbunden ist. cincn 
zweiten Elekirodcnabschniti (5). der mil eine: an einer 
extemen Schaltung ausgebildeten Elekirode clektrisch 
vcrbunden ist. und^cincn Vcrdrahtungsabschniti (2). dcr 
den crsietv Elekirodcnabschniti (4) mil dcm zweiicn 
Elcktrodenabschniti (5) vcrbindeu 
wobei der erste Elekirodcnabschniti (4). der zweiie 
Eicktrodenabschniu (5) und dcr Verdrahiungsabschnii: 
(2) aus einem plaucniormigcn lciiendcn Korper d> 
ausgebildct sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnins (2) nichi dicker als halb so dick wie der ersic 
Elekirodenabschniti (4.) oder der zweiie Eicktrodenab- 
schniu (5) ausgeluhn ist. 

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichneL daB dcr Verdrahiungsabschnin (2) an einer 
Oberflache des piauenformigen leitcnden Korpcrs (1) 
vorgeschen ist. 

3. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch g eke nn- 
zcichneu daB die VerdrahiungsaDSchnitie (2) vcrstrcui 
an beiden Obcrflachen des piauenformigen lciiendcn 
Korpers (1) angeordnct sind. 

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. da- 
durch gekennzeichnet. daB die Dicke des ersten Elek- 
irodenabschnitis (4) und die Dicke des zweiicn Elek- 
irodenabschnitts (5) dieselbe wie die des platicnionm- 
gen leitenden Korpers i\ ) sind. 
S Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1 bis .-!. 
dadurch gekennzeichnet. daB die Dickc entweder des 
ersten Elekirodenabschnitis (4) oder des zweiten Elek- 
irodenabschnitis (5) dieselbe wie die des plauenlonin- 
gen Korpers (1) 1st. wobci die Dickc des andcrcn nichi 
mehr als die Maine der des piauenformigen lciiendcn 
Korpers (1) Detract . 

6. Verdrahtungsieil nach Anspruch 5. dadurch gekenn- 
zeichnei, daB der ersic Elekirodenabschnin (4) oder der 
zweiie Elekirodcnabschniti (5). deren Dickc nichi mchr 
als die Halfie des plauenlormigcn leiienden Korpcrs 
(1) betragt. geprcBi wird. urn deren Obcrflachen eben 
auszutuhrcn. 

7. Verdrahtungsieil. gekennzeichnet durch 
einen ersien Elekirodenabschnin (4). der mil einer an 
einer Oberflache eines Halbleiterelemcnts (8) ausgebil- 
dcicn Elektrode (9) elekirisch verbunden ist. cincn 
zweiten Elekirodenabschniti i5i. dcr mit einer an einer 
extemen Schaltung ausgebildeten Elektrode elekmsch 
verbunden ist einen Verdrantungsabschniti (2). der den 
ersten Eicktrodcnabschnif. (4) mit dcm zweiten Elek- 
irodenabschniti (5) verbindet. und cincn Vcrbindungs- 
abschniu (6). der bci einem Teii des Vcrdrahtungsab- 
schnitts (2) zur Verbindun? des V'erdrahiungsabschnins 
(2) ausgebildci ist. 

wobei dcr erste Elekirodenabschniti (4'i, dcr ?wcnc 
Eicktrodenabschniu :.5>. der Vcrdrahiuncsabschnin j2» 
und dcr Ycrbinduncsabscnnin (6» aus einem plauer.tor- 
miccn lciiendcn Korper (1 » auvgcbildci sind und je- 
wels die Dicke des ersien Elckirodcnabschrmis <4;. 
des zweiien Elekiroder.abschnms i'5i und des Verdrih- 
lunpsabschnitts (21 nichi groBcr als die Halfie dcr 
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Dicke dcs Vcrhindungsabschnius (6) ausgefuhn ist. 

8. Verdrahiungsieil nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnei. dafi dcr Verbinduncsabschniit (6) cin Ab- 
schniu isi. bci dem rier Verdrahiungsahschnill (2) und 
eniwcdcr dcr crsic Elekirodcnabschniu (4) odcr dcr 5 
zweiic Elekirodcnabschniii (5), dcr brciicr als dcr Vcr- 
drahiungsabschniu (2) isu sich gegcnsciiig ubcrlappen. 

9. Verdrahiungsieil nach Anspruch 8. dadurch gekenn- 
zcichncu daB die Vcrbindungsabschniuc (6). die eniwc- 
dcr den ersien Elekirodcnabschniii (4) odcr den zwei- u> 
icn Elekirodcnabschniii (5) aufweisen und an benach- 
ban.cn Verdrahiungsabschniuen (2) ausgebildei sind. 
deran angeordnei sind. daB sic nichi nebencinandcr 
ausgerichict sind. 

10. Verdrahiungsieil nach einem der Anspruche von 1 15 
bis 9. dadurch gekcnnzeichneu daB dcr Verdrahtungs- 
abschniu (2) aus dem plauenl'Snnigen leitenden Korpcr 
(1) durch Aizcn ausgctriidcTisi. 

U. Verdrahiungsieil nach einem der Anspriiche 1 bis 
10. dadurch gekennzeichnei. daB zumindesi cine Ober- 20 
flache dcs crsien Elektrodcnabschni us (4) odcr dcs 
zweiien Elekirodenabschnitts (5) nichi dem Atzvor- 
gang unierzogen worden ist 

12. Lciierrahmen. gekennzeichnei durch 

cine Vielzahl von Verdrahuangsicilcn. wobei das Ver- 25 
drahtungsicil eincn ersten Elekirodenabschnilt (4). der 
mil einer an eincr Ober flache eines Halbleiierelemcnis 
(8) ausgebildeien Elekuodc (9) elekirisch verbunden 
isu einen zweiien Elekirodcnabschniu (5). der mil einer 
an einer extcrnen Schaltung ausgebildeien Elekirode 30 
elekirisch verbunden isu und einen Verdrahiungsab- 
schniu (2) aufweisu der den ersien Elekirodcnabschniii 
(4) mil dem zweiien Elekirodenabsctmit! (5) verbindei. 
wobci der ersie Elekirodenabschniu (4), dcr zweiie 
Elekirodenabschniu (5) und der Verdrahtungsabschniu « 
(2) aus eincm plaucntormigen leiienden Korpcr (1) 
ausgebildei sind und die Dicke des Verdrahiungsab- 
schnius (2) nichi dicker als halb so dick wic der ersie 
Elekirodcnabschniu (4) oder dcr /.weile Elekirodcnab- 
schniii (5) ausgefuhn isi. 40 

13. Lciierrahmen. gekennzeichnei durch 

eine Vlelzahl von Verdrahiungsieilen. wobei das Ver- 
drahiungsieil einen ersien Elekirodenabschniu (4). der 
mil einer an einer Obcrflache eincs Halbleiierelemcnis 
(8) ausgebildeien Elekirode (9) elekirisch verbunden 45 
isu einen zweiien Elekirodenabschniu (5), der mil einer 
an einer exiemen Schaliung ausgebildeien Elekirode 
elekirisch verbunden isu eincn Vcrdrahiungsabschniu 
(2), der den ersien Elekirodenabschniu (4) mil dem 
zweiien Elekirodenabschniu (5) verbindei. und einen SO 
Verbindungsabschniu (6) aufweisi, dcr bei einem Teil 
dcs Verdrahiungsabschnitis (2) zur Vcrbindung dcs 
Verdrahiungsabschnius (2) ausgebildei isL 
wobei der ersie Elekirodenabschniu (4). der zweiie 
Elekirodcnabschniu (5), der Vcrdrahiungsabschniu (2) 55 
und der Verbindungsabschniu (6) aus eincm plaucnfOr- 
migen leiienden Korper (1) ausgebildei sind und je- 
weils die Dicke des ersien Elekirodenabschnius (4). 
des zweiien Elekirodenabschniiis (5) und des Verdrah- 
iungsabschnius (2) nicht groBer als die HSlfie der 60 
Dickc des Vcrbinduncsabschnius (6) ausgefuhn ist. 

Hierzu 12 Seiicin! Zeichnungcn 
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